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Acoustoelectric 기억 콘벌버를 이용한 정합필터

Matched Filter Using Acoustoelectric Memory Convolver
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ABSTRACT

A surface acoustic wave signal processing device using the silicon surface state is presented 
and shown capable of storing a reference signal and hter correlating another signal with the stored 
reference. The device memory consists of the storage of the spatial 2k pattern of an acoustic wave 
as stored charges in the surface state of silicon surface.

Results of experiments are presented which characterize the operation of device. Simplified 
models for charging process and nonlinear acoustoelectric interactions based on consideration of 
single surface state at the surface of silicon.

The validity of simplified model has been qualitatively confirmed with experimental results 
and the application of this device to a programmable matched filter of communication is considered.

I. 서 론

탄성표면파 콘벌버에는 압전물질의 압전 비선 

형성을 이용하는 탄성콘벌버오卜, 탄성표면파와 반 

도체의 비 선형 효과를 이용하는 음향전기 (Acou
stoelectric) 콘벌버가 있는데, 음향전기 콘벌버 

는 1972년 W.C. Wang 에의하여 연구되었으며, 

콘벌루션 출력이 탄성 콘벌버에 비해 훨씬 강하 

다는 장점이 있어 활발히 연구된다.니Ed 그런 

데 음향전기 콘벌버는 다음과 같은 결점에 의하 

여 어 답 티 브 (Adaptive) 정 합필 터 로 서 의 사용 범 

위가 제한을 받는다. 첫째 음향전기 콘벌버의 적 

분구간내에서 기준신호와 외부신호를 일치시키 

기 위해서 정확한 Timing이 요구되며, 둘째, 음 

향전기 콘벌버에 인가하는 두 신호중 한 신호를 

기준신호에 대하여 시간반전하여야 한다.

따라서 음향전기 콘벌버의 결점에 대한 보완 

책으로서 1970년대 중반이후 기준신호를 반도체 

의 표면상태 (Surface state)를 이용하여 반도체 

표면에 한 신호를 저장시키는 기 억 코릴레 이터 

에 관한 연구가 J. H. Cafarella 둥에 의 하여 진 

행되고 있다!

본 論文에서는 압전물질인 Yz-LiNbO,위에 壬 

토리토그라피 (photolithography) 方法으로 A1 증 

착하여 SAW 지연선을 제작하고, 비저항율 10 
D-cm인 n형 실리콘에 Surface State를 갖도록 

하여 이를 SAW 지연선 위에 1500 A의 一定한 

공극을 유지하도록 장착하여 반도체의 Surface 
State를 利用한 기억 코릴레이터를 製作하여 소 

자의 제특성을 조사하고자 하며 SS 통신방식에 

서 코릴레이션 정합필터로 응용될 수 있음올 보 

이고자 한다.
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H. Surface State* 利用한 기억 코릴레이터 

의 理論

2-1. AE 콘벌버의 動作原理
AE 콘벌버의 理論은 (그림 2)와 같은 선형필 

터로 説明할 수 있다

矶(t)
h(t)

V0(t)
-A

(그림 1) 선형필터의 블럭선도
Fig. 1. Block diagram of linear filter.

(그림 1) 의 선형필터에서 출력 V°(t) 는 식⑴과 

같이 입 력 Vi(t) 와 임펄스 응답 h(t) 의 콘벌루 

션으로 表示된다.

Vo(t)=/ V, (r) • h(t—r) dr....................⑴

식 (1)에서 만일 임펄스 응답 h(t) 를 임의로 

변화시 킬 수 있으면, 어 답티브 (Adaptive) 선형 필 

터를 구성할 수 있다. 음향전기 콘벌버는 (그림 

2)과 같이 광대 역고주파의 신호를 한 소자내에 

서 시간변이, 곱셈 및 적분연산을 연속적으로 아 

날로그 형태로 처리함으로써 식⑵와 같이 콘벌 

루션 출력을 얻을 수 있다.

「자* -IF
2 ,k= 0

(그림2) 음향전기 콘벌버의 동작원리
Fig. 2. Operation principle of acoustoelectric convolver.

(그림 2)과 같이 AE 콘벌버의 構造는 圧電物 

質의 下面에 금속전극을 증착하고, 절연체인 압 

전물질과 一定한 공극을 유지하도록 반도체 St- 
rip을 장착한 MIS (Metal Insulator Semiconduc
tor) 구조로서, 시간변이는 서로 반대방향으로 

진행하는 SAW를 지연선의 양단에 증착된 두 

IDT에 서 여 기함으로써 V】과 V?를 얻을 수 있고, 

곱셈연산은 두 IDT에 서 여 기된 SAW의 電界가 

반도체 아래의 공극을 通하여 반도체와 결합됨 

으로써 반도체 의 비 선형성에 의 하여 구해 진다. 

그리고 반도체 내부에 여기된 신호는 반도체 위 

에 증착된 전극에 의하여 전극의 길이 L에 대하 

여 공간적으로 적분연산이 수행됨으로써 식(3)과 

같은 콘벌루션 출력올 얻는다.

Vop(t) = A • exp(jwt) [L/2 V)(t—z/v) •

V； (t + z/v) dz

V0P(t)=A* exp(jc(jt) fL/2V!(r) •

V2(2t —r) dr ......................     (3)
여 기서, L： 전극의 길이

V： SAW 속도

따라서 (그림 3)과 같이 반도체의 길이와 같 

은 구형펄스 변조된 두 입력신호 VlV,를 지연 

선 양단에 증착된 IDT에 인가하면, 전극의 길.이, 

즉 적분길이 내에 서 인가한 두 신호의 겹치는 부 

분의 크기에 따라 콘벌루션 출력은 비례하여 증 

가하며, 두 신호가 반도체 아래의 공극에서 완 

전히 겹쳤을 때 콘벌루션 출력은 최대가 된다. 

또한 전자적인 방법을 사용하여 입력신호를 임 

의로 변화시킬 수 있으므로 AE 콘벌버는 어답 

티브 선형필터를 구현할 수 있다.

2-2. 기억 코■릴레이터의 동작원리

반도체의 Surface State를 이용한 기억 코릴 

레이터의 구조는 압전물질 위에 증착된 3 개의 

IDT와 압전물질의 표면 위에 일정한 공극을유지 

하도록 반도체를 설치한 구조로서, 2개의 IDT 
는 중심주가수가 co이고, 1개의 IDT는 중심주파 

수가 嚴이 다. 또한 반도체는 약 150講의 두께 

로 산화막을 형성시킨 후, HF 용액으로 산화막 

을 제 거하고, 약 2주간 자연상태에 서 얇은 산화 

막을 형성시킨다. 즉 기억코릴레이터의 구조는
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（그림3） 기억 코릴레이터의 동작원리
Fig. 3. Operation princq>le of memory correlator

（그림 3）와 같이 AE 콘벌버에 비해 중심주파수 

가 2小인 IDT가 1개 더 설치되었으며, 반도체 표 

면에 얇은 산화막을 형성시킨 구조이다.

기억 코릴레이터의 동작은 1） 입력신호 V$ 오卜 
Writing 신호 V«，에 기인한 반도체 표면의 비선 

형효과를 이용하여 반도체 표면에 입력 신호의 

진폭에 비례하는 공간전하분포를 형성함과 동시 

에 저장시키는 과정고k 2） 또 다른 입 력신호인 

Read Out 신호를 인가하였을 때, 반도체 위에 

증착된 전극의 길이에 따라 반도체의 비선형효 

과 및 공간적인 적분연산에 의해 저장된 신호오卜 

Read Out 신호와의 코릴레이션을 얻는 2 가지 

과정으로 구분된다.

먼저 저장되는 과정은 입 력 신호 V$와 짧은 펄 

스인 Writing 신호를 압전물질 양단에 증착된 중 

심주파수 3인 두 IDT에 여 기하면, 두 IDT 에 서 

SAW가 여기되며 서로 반대방향으로 진행하며, 

이는 반도체 아래의 공극을 지날 때, 반도체 표 

면의 전하와 결합되며, 반도체의 비선형효과에 

의하여 입력신호 Vs오!" 짧은 펄스인 Writing신호 

Vw 두 신호의 곱셈연산이 행하여짐고卜 동시에 반 

도체의 Trap에 의하여 공간적으로 2배 압축된 

파형이 저장된다.

그리고 Read Out 과정은 또 다른 입력 신호인 

Read Out 신호 V/을 중심주파수 인 IDT 에
인가하면 SAW가 여기되어 진행하며, 이는 반 

도체 아래의 공극에서 반도체의 비선형효과 및 

공간적인 적분연산에 의하여 반도체 표면에 저 

장된 신호와 코릴레이션 출력을 얻을 수 있다, 

이와같은 기억 코릴레이터의'동작원리를 블럭 

선도로 표시하면 （그림 4）와 같다.

Storage Processing 
Input electric power

Storage （Trapping）

Read out processing

Correlation output

（그림 4） 기억 코릴레이터의 블럭선도
Fig. 4. Block diagram of memory correlator
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2-2. Memory Effect
(그 림 3 ) 에 서 입 력 신호 Vs오卜 Writing 신호 Vg 

를 압전물질 양단에 증착된 두 IDT에 여 기하면, 

SAW가 여기되어 서로 반대방향으로 진행한다. 

이 두 SAW는 식(4)와 같이 진행 하는 방향에 수 

직 인 전계 ©$(t, z) 과 z) 을 갖는나.

©S (t, Z)= Vs (t—z./v) sin(0>t —kz)
°w(t, z) = Vw(t+z/v) sin(a)t.4-kz)..............«4)

식 ⑷와 갈？ 전기 :;- 갓"- 두 SAW가 반도졔 

아배의 공T에 서 결합뇐 때, Peturbation 에 의 

하면 반도체 효-면에 first order전하분포오卜 Se
cond order 전하분平-를 갖;:데, first order 저 

하녀;.둔」" SAW으I 진폭에 대하여 선「형이口-로 단 

个치 두 입 녁신玄에 따*르는 전하분포의 합으로 

一泾시되며, Sec이id order 저하부포는 -p 이력신 

$ 의 곱으로 표시되는 Second order의 자유저자 

밍도 I侦'가 시간과 공간에 대하여 식 (5)로 나타■ 

난다.

H2C(，Z)= Kn ,。$ (t, 7.) • (j) (t, Z)

=匕"Vs (t —Z./v) • Vs(t + z/v)
•sin(小一kz) • sin(st+kz)

=Kn • Vs (t —z/v) ・VgU + z/v)
• (cos (2kz) — cos (2wt) \............⑸

여기서, Kn ： 비선형 변화 계수(Cm"\厂2)

식 ⑸에서 자유전자밀도 I】".는 바도체 에서의 

Single Surface State 로 가정 하였을 때 의 자유 

전자밀도를 나타내며, 이때 Trap되怕 전자밈도 

nt-b 식 ⑹으로 주어진一다.

nt (t, z) =Nt.4ln2C(t\ z)/no« exp
一〔(—t)/T〕dt/T

= NQ/Kn・ V$(t' — z/v)・ VM'+z/v)
• (cos-2kz—cos 2小‘)

.expt -^t7 -t)/T] dt/T........... (6)

여 기 시, Nt : 비어 있 上 Trap의 수
no : 기준 사유전사밀도
T : Surface State의 시 정수

하녀, r = t + z/v로 번환하며, 식 ⑹은,

ntz) =Nt ・ KJ 服• ./,? Vs (r--2z/v)
• Vo)(r) • (cos2kz~a)s 2wt)

(r) • exp〔一 {(t - r —z/v) /T}〕dr/T....... (7)

z| 괴 "L 시 (丁) 에 서 Writing 시사 "。에 

가깝다면 식 ⑺은 식(8)과 같다.

ih (t, z) =M • Kn/n0 • Vs( —2z//v)
• cos 2kz»exp [—((t — z/v)T]J..... (8)

식 (7)에 서 cos 2以t는 적브：■과성에 서 평균값이 

0이 口一로 제거되어 식 (8)와 같이 강-산적으로 2배 

압축되 입 력신호의 파형 이 반도치 표면에 저 장 

돈I 다.

2 - 3. Read Out Processing
안 절에 서 오卜 같이 바도 제 표 며 에 o' <" 적 2王 2 

배 압축된 신屯를 저 상시키고 攵 나二 이 녀시.。 

인 Read Out 신空를 증심 f가 二 "이 IDT에 이 

가하면, SAW 가 여 기되 이 진잰 시 E 』해 치—" " 

향에 수직 인 전계 饱、(\乙)=VwU z/v) sin(2GH 
- 2kz) 사시 5, 业顼지 이 네 ； i V 3 
내, 나'"지 1 叫 시. 习.上" 却 ?■ ：. - » 5
에 서 장뇌 시 6.아 片 새지 사叫 :- 힌 뇌 니.

(t, Z.) = Kv • Sr(I，/.)• 111(U

= Kv • --z/v.) • sili (2wt 기tz)

. nt (t, . ..............................................................

여 기 서, Kv ： 叫 서 엉 게 彳--

「丿一니"一 -片』서사의 个생된가 동시에 즈자니 시 

-彳이 길이에 니.나 공사적이 적벼-여사에

니;도체에 시 장되 시6와 RuadOm 시一우.외•이 」 

니네 E 시 顶-叶" "1 r 있니-. ■시내 기以 .-1.P ■ 

니I이티의 개회.『 저아? 식 (川)괴 삽니.

rz i. r.v w 2
/ / Ys ,/ J viz

V / P •/ 7 o .! y w 2 __ _ _
\ oc U丿 e ' …i................. .. .....

/ / Ys dz tly

J r. o J y b 1

.....................................................................{!'.'}

여 기스L L： 바조 지의 길 이

W：IDT 의 气-

»：나£제의 *

Ys : 나上치] 표면의 어도미턴上

히 핀, 식 山))세 시 실리콘의 어드니턴九一 丫$上이. 

성차 技 巳 식 9 " 대 이기-며,

\'()c H } ::「："사))* \ • _4)L Kv • Vw(t — Z./v)

. sin (2(d t 2kz) • nt( 1, z.) dz

\V 1

b I.
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.sin(2aJt-2kz) . 쓰」오 .

n0

・Vs(—2z/v) • cos (2kz)
• exp(— (td/T)) dz

h '¥) * * Kn.Ky・、・ exp (

-WT)] JJVs(一2z/v)
八以(t—z/v) • cos (2kz)

・ sin(2wt—2kz) dz............................

이 되며, oos(2kz) • sin(2ojt—2kz) 은 삼각함수 

의 합과 적의 공식에 의해,

cos(2Kz) 후 sin(2【ut—2kz) =느(sin(2a)t-4kz)

+ sin(2wt))...................................................... (12)

가 되고, 식 ⑫에서 첫번째 항은 적분시 평균 

값이 0이므로 제거되어 식 (11)은 식 的이 된다.

VOc (t)=(半)• • Nt • Kn • Kv/n0

exp [— (td/T)) sin (2wt)
• f Vs (—2z/v) , V(t —z/v) dz ••• 
Jo

............................................................ (13

식 (13) 의 적분항에서 Vo>(t —z/v) = Vr (t —z/v) 
이며 了工一z/v의 변환에 으I해,

[Vs(—2z/v) • z/v) dz 
Jo 

0
—f Vs(2r) • VrCt-Fr) ......................................

，O-L/V
이 된다. 따라서 식 (10는 또 다른 입 력 신호인 

Read Out 신호와 반도체 표면에 저장된 신호와 

의 코릴레이션 함수이며, 이는 시간적으로 2 배 

압축된 형태임을 알 수 있다. 즉 반도체 표면에 

입력신호 V3(t) 폭의 반인 형태로 저장된 신호 

와 Read Out 신호의 코릴레이션 출력이다.

그리고 코드화된 디지탈 신호를 입력 신호의 

가장 짧은 코드의 폭과 같거나 더 짧은 폭올 갖 

는 Writing 신호를 SAW 지연선 양단에 각각 인 

가하고, 또 다른 입 력신호인 Read Out 신호를 

시간적으로 2배 압축하여 코드화된 신호를 인가 

함으로써 오토코릴레이션 출력을 얻을 수 있으 

므로 SS 통신방식에서 정합필터로 응용될 수 

있다.

UL 실험 및 결과 고차

3-L Surface State를 갖는 실리콘 시편의 

제작

실리콘에서 Surface State는 산화막과 실리콘 

사이에 존재하는데, 실리콘에 산화막을 형성하 

는 과정은 건조하거나 증기를 사용한다. 그러나 

이와같은 방법을 사용하여 산화막을 형성할 경 

우 Surface State 가 약화되므로 HF용액 올 사용 

하여 산화막을 제거하고, 증류수로 표면을 세척 

한 후, 실내온도(300°K) 에서 자연적으로 얇은 

산화막(一40A)의 일정한 공극을 유지하도록 5pm 
의 지지대를 포토리토그라피 방법으로 제작층)■였 

다.

이와같이 제작한 실리콘 시편의 제원은 다음 

과 같다.

실리콘 시편의 제원

실리콘의 비저항율 : n형 lOH-cm 
실리콘의 크기 ： 20X6X0.4mm

(길이乂폭X 두께)

SiOz막 두께 : 10-40A

3-2. 기억 코릴레이터의 제작 및 측정
압전물질인 YZ-LiNbQ의 양단에 입 력신호와 

Writing 신호를 인가하기 위하여 중심주파수 50
MHz인 IDT와 Read Out 신호를 인가하기 위하 

여 YZ-LiNbO3 한편에 중심주파수 100MHz 인 

IDT 를 포토리토그라피 방법으로 A1 증착하여
SAW 지연선을 제작한 후, SAW 지연선의 음 

향경로(Acoustic P&山) 위에 1500A의 일정한 공

극을 유지하도록 앞절에서 제작한 실리콘 시편 

을 장착하여 (그림5)가 같은 기억 코릴레이터

그림 5) 기억 코릴레이터의 구조
Fig. 5. The Structure of memory correlator



18 韓國 音 響學會誌 3 巻 2 號 （1984년）

（그림 5）과 같이 제작한 기억 코릴레이터를 시키고, 100MHz로 펄스변조된 Read Out신호를
（그림 6 ）과 같이 측정회로를 구성하여 50MHz 
로 펄스변조된 신호를 SAW 지 연선 양단에 증 

착된 중심주파수 50MHz인 IDT에 인가하여 실리 

입력신호에 대하여 약 54«sec 시간지연시켜 중 

심주파수 100MHz IDT에 인가하여 얻은 코릴레 

이션 출력은 （그림 7）과 같다.

콘 표면에 공간적으로 2배 압축된 파형을 저장

Sync.

（그림 6） 측정회로
Fig. 6. Measurement circuit

Ver. 5V/div.
Hor. 10/1 sec/div

Ver. 5V/div.
Hor. 10/z sec/div.
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Correlation

Ver. 20mV/div. Hor. p sec/div.

(a) 50MHz로 펄스변조된 입 력신호 및 Writing 
신호

(d)
Ver. 10mV/div. Hor. 1 Opsec/div.

（b） 100MHz로 펄스변조된 Read Out 신호
（이 코릴레이션 출력

(그림 7) 입력신호 및 코릴레이 션 출력

Fig. 7. Input signals and conelation output.

3-3. 실험 결과 및 고찰
기억 코릴레이터를 제작하여 그 특성을 측정 

하기 전에 먼저 SAW 지연선 양단에 증착된 중 

심주파수 50MHz로 펄스변조된 신호를 인가하 

여 （그림8）와 같이 콘벌루션을 얻었다.

Ver. 5V/div. Hor. 1이Usee/div. Ver. 20mV/div. Hor. 1 Op sec/div.

(그림 8) 입 력신호 및 콘벌루션 출력

Fig. 8. Input signals and convolution output

（그림 8）와 같이 콘벌루션 출력은 입력신호와 

지연된 신호의 중앙에 위치함을 알 수 있는더L 
이는 SAW 지연선 중앙에 실리콘이 장착되어 있 

음을 뜻한다. 또한 （그림 8）에서 앞 부분에 Fe
edthrough 7）- 발생하였는데, 이는 접지를 잘하여 

줌으로써 제거시킬 수 있다. 이와같이 50MHz로 

펄스변조된 신호들 입 력 신호 Vs오!' Writing 신호 

로서 인가하면, 실리콘 표면에는 입 력신호 Vs 
가 저장되며, 입력신호 Vs 에 대하여 또 다른 입 

력신호인 Read Out 신호를 약 2皈sec 및 148 
psec 시간지연시켜 인가할 경우 （그림 9 ）과 같 

이 코릴레이션 출력에 차이가 있음을 알 수 있 

다.
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Correlation Correlation

Ver. 10mV/div. Hor. 10/Zsec/div. Ver. lOmV/div. Hor. 10/Xsec/div.

（二l림 9 ） 기억 코릴레이터의 감.수一특성

Fig. 9. Decay characteristic of memory corr이atoi*

（그림 9 ）과 같이 코릴레이셔 충력* 空 다二 

입력 신호인 Read Out 신호가 인가왼 시 사에 叫 

라 변화하는데, 입 력 신有에 대하 Ru&d Cut 시.电 

의 시간지연과 코림레이시*럭의 니"-—";U0） 
과 같이 지수함수적으로 간소하”로 식 （13）나 1 
치함을 알수 있다. 二L 런데 레이다시-土테에서 了 

장시간이 약 1msec이면 실용가능하 一上자《시 ? 

용될 r 있나’ 따라서 기억 코릴레이터의 반도 

지 訂 녀. 에 이 目 시 6 사 저 징-되 는 시 간이 으孑 1 m 
s« ■- i 11 甲 , 이 이 의 시 간에 서 코 릴 레 이 션 출 력 을 

乎 " : 있。"-로 실용가능한 소자이다.

「mi 口 이구에 서 제 작한 기 억 코릴레 이 터 

의 서 상 시 간-은 약 1msec 임을 알 수 있다.

ln&
n

o
 uo
's으
,0IIO

U

（그림 10） Read Out 신호의 시간지연과 코릴레이션 출력의 비 

Fig. 10. Delay time of read out signal vs correlation output.

또한 Writing 신호와 또 다른 입력신호인 Re- 11）와 같이 선형적으로 변화하여 앞의 이론과

ad Out 신호에 대하여 코릴레이션 출력은 （그림 근사적으로 일치하！;다.
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20 25 30 35 V

Write in Input Signal

（a）

10 12 14 16 18 V

Read out signal

（그림 H） 입 력신호와 코릴레이션 출력의 비

Fig. 11. Input signals vs correlation output

이와같이 제작된 기억 코릴레이터를 실제로 사 

용하기 위해서는 실리콘에 저장된 신호를 쉽게 

지울 수 있어야 한다. 고로 쉽게 지울 수 있는 

방법으로 빛을 투사하는데 （그림 12 ） 는 이 를 표 

시한다.

Ver. 20mV/div.
Hor. 10psec/div.

（그림 12 ） 저장된 신호의 소거
Fig. 12 Erasing of stored signal.

그리고 입력신호를 PN 코드 발진기를 사용하 

여 코드화시 켜 인가할 경우 Writing 신호는 코드 

화된 입 력신호 코드의 가장 짧은 폭보다 짧거 나 

같은 폭의 신호를 인가함으로써 입 력신호를 저 

장시키 며, 또 다른 입 력 신호인 Read Out 신호도 

코드화된 신호를 인가함으로써 오토코릴레이션 

을 얻을 수 있으므로, 통신방식에서 오토코릴레 

이션 정합필터로 응용될 수 있음을 제시하였다. 

그러나 이와같은 방법은 기억 메카니즘이 시간 

이 경과함에 따라 불안정하므론 안정된 기억 메 

카니즘에 관한 연구가 요구된다.

N. 결 론

압전물질인 YZ-LiNbQ 위에 포토리토그라피 

방법으로 A1 증착하여 탄성표면파 지연선을 제 

작하고, 비저항율 100-＜加 인 n형 실리콘을 약2 
주간 대기중에서 40A의 산화막을 형성함으로써 

Surface State 를 갖는 실리콘 시편을 제작한 후 

이를 탄성표면파 지연선 위에 1500入의 일정한 

공극을 유지하도록 장착하여 반도체의 Surface 
State 를 이용한 기억 코릴레이 터를 제작하였다.

이 기억 코릴레이터에 입력신호와 Writing 신 

호를 인가하여, 반도체 표면에 공간적으로 2 배 

압축된 입 력신호의 파형을 저장하고, 여 기에 공 

간적으로 2배 압축된 신호인 Read out 신호를 

인가하여 코릴레 이션 출력을 얻었다. 이때 반도 
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체의 Surface State를 이용하여 반도체 표면에 

저장된 신호의 감소특성은 이론치와 같이 지수

함수적으로 감소하였으며, 입 력신호가 반도체 표 

면에 저장되는 시간은 약 1msec로 나타났다. 이 

와같이 반도체 표면에 신호를 저장함으로써 임 

의의 코드를 가진 외부신호가 인가되었을 경우 

동기 （Synchronizati이！） 이 필요없이 코릴레 이 셔을 

얻을 수 있다. 또한 반도체 표면에 저장할 신호 

의 코드를 임의로 변화시키기 위해서는 저장된 

신호를 쉽게 지울 수 있어야 하는데, 이는 빛, 

또는 레이저로 쉽게 지울 수 있음을 보였다.

그러므로 코드화된 입 력신호와 짧은 뵐스■인 

Writing 신호를 탄성표면파 지연선에 인가하여 

실리콘 표면에 코드화된 신호를 저장시키고, 또 

다른 입 력신호인 Read Out 신호를 인가하면 동 

기를 필요로 하지 않고 오토코릴레이션 출력을 

얻을 수 있으므로 통신방식에 서 오토코릴레 이션 

정합필터로 응용될 수 있음을 제시하였다.
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